
 

半导体物理主要知识内容 

 
基本概念 

 

1、本征激发: 

 

2、非平衡载流子： 

 

3、准费米能级： 

 

4、载流子迁移率：  

 

5、间接复合效应： 

 

6、平均自由程： 

 

7、杂质补偿作用： 

 

8、费米能级： 

 

9、有效质量： 

 

10、扩散长度： 

 

11、陷阱效应：  

 

12、复合中心： 

 

13、浅能级杂质： 

 

14、禁带宽度  

 

15、简并导体 



    

16、本征半导体 

    

 

17、俄歇复合 

    

18、p-n 结 

    

19、间隙杂质 

    

20、齐纳击穿 

    

21、受主能级 

 

 

22、少子寿命 

 

 

23、半导体中深能级杂质  

 

24、热载流子 

 

25、空穴 

    

26、准费米能级 

 

27、表面复合速度 

    

28、本征吸收  

    

29、非平衡载流子寿命 

   

主要物理问题： 

 

1、试从能带（级）角度说明晶体中的电子与孤立原子中电子的区别？进而阐述

金属、半导体、绝缘体的不同。 

 

2、试说明：本征半导体材料中的载流子浓度随禁带宽度Eg及温度T的变化情况，

并解释原因。 

 

3、写出爱因斯坦关系式，分析扩散系数受哪些因素影响。 

 

4、半导体中寿命指什么？它与何机制有关？试说明影响寿命的相关因素。 



 

5、常见半导体中的载流子两主要来源是什么？它们随温度的变化情况如何？在

何情况下各占主要地位，并以此说明半导体器件存在极限工作温度的原因。 

 

6、漂移运动和扩散运动有什么不同？漂移运动与扩散运动之间有什么联系？非

简并半导体的迁移率与扩散系数之间有什么联系。 

 

7、试定性分析 Si 的电阻率与温度的变化关系。 

 

8、简单说明 p-n 结的作用和用途。 

   

9、写出电子和空穴的连续性方程，并任选一方程说明其中各项所代表的意义及

该方程成立的原因（注意对各项正负号的说明）。 

 

10、对于 N 型半导体，在杂质饱和电离和本征激发共存温度范围： 

（1）写出电中性条件 

（2）导出电子浓度表达方式 

 

11、为什么重掺杂半导体使其禁带宽度变窄。 

 

12、间接复合是半导体中一种很重要的复合机制，它描述了载流子通过杂质能级

在各允带间跃迁情况，试描述该机制的四个基本跃迁过程，并写出每过程中载流

子的变化率表达式（产生率或俘获率，需要的参数自己假设）。 

 

13、掺杂半导体与本征半导体之间有何差异？试举例说明掺杂对半导体的导电性

能的影响。 

14、证明非平衡载流子的寿命满足 ，并说明式中各项的物理意义。 

 

15、以 As 掺入 Ge 中为例，说明什么是施主杂质、施主杂质电离过程和 n 型半

导体。 

    

16、试分别定性定量说明： 

（1）  在一定的温度下，对本征材料而言，材料的禁带宽度越窄，载流子浓度

越高； 
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（2）  对一定的材料，当掺杂浓度一定时，温度越高，载流子浓度越高。 
 

 


